Silizium-N-Kanal-MOSFET-Tetrode BF 989

@ Fir Verstarker und Mischer bis 1 GHz, z.B. in UHF-
und VHF-TV-Tunern
@ Kleine Eingangs- und Ausgangskapazitaten

Typ | Stempel | Schiittgut-Bestell-Nr. | 8-mm-Gurt-Bestell-Nr. | Gehiuse
BF989 | MA | Q62702-F874 | Q62702-F969 | soT 143
Grenzwerte

Bezeichnung Symbol Wert Einheit
Drain-Source-Spannung Vbs 20 \

Drainstrom Ip 30 mA

Gate 1/Gate 2-Source-

Spitzenstrom + Igi2sm | 10 mA

Gesamtverlustleistung Prot 200 mw

Ta=60°C

Lagertemperatur Tstg —55...+150 °C

Kanaltemperatur Teh 150 °C

Wiarmewiderstand RthJA < 450 K/W
Sperrschicht-Umgebung

bei Montage auf Al,O3-

Keramiksubstrat

15 mm x 16,7 mm x 0,7 mm
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BF 989

Kennwerte
bei 7a = 25°C, wenn_nicht anders angegeben

Statische Kennwerte Symbol min typ max | Einheit
Drain-Source-Durchbruchspannung V(eRr)ps 20 - - \"
Ip =10 pA, — Vgis = — Vaas =4V

Gate 1-Source-Durchbruchspannung +V(eryg1ss| 8,5 - 17 Vv
+Ig1s =10mA, Vazs = Vps =0

Gate 2-Source-Durchbruchspannung + V(BR)G2ss| 8,5 - 17 \
+ Ig2s = 10 mA, Vgis = Vps =0

Gate 1-Reststrom *Ig1ss - - 50 nA
+Va1s =5V, Vgas = Vps =0

Gate 2-Reststrom + Ig2ss - - 50 nA
+Ve2s =5V, Vgis = Vps =0

Drainstrom Ipss 2 - 20 mA
Vpos =15V, VGg1s =0, Vges =4V

Gate 1-Source-Abschnurspannung —Vaispp) |- - 27 \"
Vps =15V, Vgas =4V, Ip =20 pA

Gate 2-Source-Abschnurspannung —Vaas(p) |- - 2,7 \
Vbs =15V, Vg1s =0, Ip =20 pA

Dynamische Kennwerte Symbol min typ max | Einheit
Vorwartssteilheit . gts 9,5 12 - mS
Vps =15V, Ip=7mA, Vaas =4V, f=1kHz

Gate 1-Eingangskapazitat Cgi1ss - 18 - pF
Vos =15V, Ip=7mA, Va2as =4V, f=1MHz

Gate 2-Eingangskapazitat Cgass - 1 - pF
Vps =15V, Ip=7mA, Vgas =4V, f=1MHz

Ruckwirkungskapazitat') Cdg1 - 25 - fF
Vos =15V, Ip=7mA, Va2as =4V, f=1MHz

Ausgangskapazitat Cuss - 08 | - pF
Vps =15V, Ip =7mA, Vgas =4V, f=1MHz

Leistungsverstarkung Gp

Vbs =15V, Ip =7 mA,

f=200MHz, Ga=2mS, GL=05mS - 23 - dB
f=800MHz, Gg=3,3mS, GL=1mS - 165 | — dB
Rauschzahl F

Vps =15V, Ip=7mA

f=200MHz, Ga=2mS, GL=0,5mS - 16 - dB
f=800MHz, Ga=33mS, GL=1mS - 2,8 - dB
Regelumfang ' AGp 40 - dB
Vps =15V, Vgos =4...—2V, f= 800 MHz

Mischverstéarkung Gpsc - 16 - dB

Vos =15V, Vagas = 4V, f= 800 MHz,
fir = 36 MHz, 2 Afir = 5 MHz, Vosc = 800 mV

Y G2 und S auf Schirmpotential.

255




BF 989

Gesamtverlustleistung Pt = f(7a) Ausgangskennlinienfeld Ip = f(Vps)
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BF 989

Gate 1-Eingangskapazitat Cg1ss = f(Va1s) Gate 2-Eingangskapazitat Cg2ss = (Vag2s)
Vaes =4V, Vps =15V Va1is =0, Vps =15V
Ipss=7mA, f=1MHz ~ Ipss =7mA, f=1MHz
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BF 989
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BF 989

Leistungsverstirkung Gp = f(Vaas)
Vos =15V, Va1s = 0;

Ipss =7 mA, =200 MMz

(s. MeBschaltung 1)
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Leistungsverstérkung Gp = f(Vazs)
Vbs =15V, Vg1s =0;

Ipss =7mA, f=800MHz; Rs =0
(s. MeBschaltung 2)
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RauschmaB F = f(Vg2s)
Vos =15V, VGgi1s =0;
Ipss = 7 mA, f= 200 MHz
(s. MeB3schaltung 1)
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RauschmaB F = f(Vaz2s)
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BF 989

Storspannung fiir 1% Kreuzmodulation Stérspannung fiir 19% Kreuzmodulation
Vint (19%) = f(fin)"); Mint = 100%0; Vint (1%) = f(AGp)"); fe = 800 MHz;
Vbs=15V; Vgas =4V, fint = 700 MHz; mint = 100%0;
Vais=1V;Rs=150Q Vos=15V; Vgis=1V; Rs =150 Q
mo\sl (s. MeBschaltung 2) TOVS (s. MeBschaltung 2)
1
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Mischverstérkung Gpsc = 7(Rs) ) Mischverstérkung Gpsc = f(Vosc)
fe = 800 MHz; fosc = 836 MHz fe = 800 MHz; fosc = 836 MHz
Vosc =800 mV; Vps = 15V Vos =15V, Vgas =4 V;
Va2s =4 V; Ipss =7 mA Ipss =7 mA: Rs = 150 Q
gOB (s. MeBschaltung 3) ;g (s. MeBschaltung 3)
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") Vint (1%) ist der Effektivwert der halben EMK (Klemmenspannung bei Anpassung) eines 100% sinusmodulierten Fernsehtra-
gers bei einem Generator-Innenwiderstand von 60 €, der auf dem Nutztrager 1% Amplituden-Modulation verursacht.
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BF 989

MeBschaltung fiir Leistungsverstéarkung und Rauschen
f=200 MHz; Gg =2mS, GL=05mS

Abb. 1 Vaus

270k

MeBschaltung fiir Leistungsverstirkung, Rauschen und Kreuzmodulation
f=800 MHz, Ga =33mS, GL=1mS

Abb, 2 Vezs

Veis Vos

MeBschaltung fiir Mischverstérkung

f= 800/36 MHz
Abb. 3 Vizs
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MOS-Transistoren BF 989 S
Silizium-Dual-Gate-MOS-Feldeffekt- Dok ! 2
Tetroden - 2
@® Fir UHF-Vorstufen sowie fir Anwendungen G2 0————‘|
im Frequenzbereich von 200 MHz ...1 GHz 610 =
1
3 4

Typ Stempel

Bestellnummer

£ X

| Gehduse

BF 989 S MF

Grenzwerte
Drain-Source-Spannung
Drainstrom

Gate 1/Gate 2-Source-
Spitzenstrom
Gesamtverlustleistung
Ta=60°C
Lagertemperatur
Kanaltemperatur

Thermische Grenzwerte
Wiérmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung
bei Montage auf Al2O3-
Keramiksubstrat
25cm?x 0,7 mm

234

siehe Verzeichnis | Ausfiihrung B

Vos
Ip

* Ig1/2sm
Prot

Tstg
Teh

Rithia

20V
30 mA

10mA
200 mw

—55...4+150°C
150°C

< 450 K/W

Draufsicht
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BF 989 S

Kennwerte
bei 7a = 25°C, wenn nicht anders angegeben

Statische Kennwerte Symbol min typ max | Einheit
Drain-Source-Durchbruchspannung V(BR) Ds 20 - - \
Ip=10pA, —Vgis= —Vgas =4V

Gate 1-Source-Durchbruchspannung + V(BRr)G1ss| 6 - 20 Vv
+Ilg1s =10mA, Vgas = Vps =0

Gate 2-Source-Durchbruchspannung + V(BR)G2ss| 6 - 20 v
*+ Iges = 10mA, Vgis = Vps =0

Gate 1-Reststrom + Igiss - - 50 nA
+Vgis =5V, Vaas = Vps =0

Gate 2-Reststrom + Ig2ss - - 50 nA
+Vg2s =5V, Vg1s = Vps =0

Drainstrom Ipss 2 - 20 mA
Vos =15V, Vg1s =0, Vgas =4V

Gate 1-Source-Abschnirspannung —Vaisip) |- - 27 \"
Vps =15V, Vgas =4V, Ip =20 pyA

Gate 2-Source-Abschnirspannung —Vaasp) |- - 27 \'
Vbs =15V, Va1s =0, Ip =20 pA

Dynamische Kennwerte Symbol min typ max | Einheit
Vorwartssteilheit gts 10 12 - mS
Vbs =15V, Ip=7 mA, Vg2s =4V, f=1kHz

Gate 1-Eingangskapazitat Cgiss - 1.8 - pF °
Vbs =15V, Ip =7 mA, Vg2s =4V, f=1MHz

Gate 2-Eingangskapazitat Cgass - 1 - pF
Vbs =15V, Ip=7mA, Vges =4V, f=1MHz

Ruckwirkungskapazitat') Cdg1 - 25 - fF
Vbs =15V, Ip=7mA, Vgas =4V, f=1MHz

Ausgangskapazitat Cass - 0,8 - pF
Vpos =15V, Ip=7mA, Vges =4V, f=1MHz

Leistungsverstarkung Gps

Vos =15V, Ip =7 mA,

f=200MHz, G =2mS, GL=0,5mS - 23 - dB
f=800 MHz, Ga =3,3mS, GL=1mS - 16,5 | - dB
Rauschzahl NF

Vbs =15V, Ip=7mA

f=200MHz, Gg=2mS, GL=0,5mS - 13 - dB
f=800MHz, Gg=33mS, GL=1mS - 22 - dB
Regelumfang AGps 40 - - dB

Vbs =15V, Vgas =4... -2V, f= 800 MHz

) G2 und S auf Schirmpotential.
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BF 989 S

150 °C

Gesamtverlustleistung
Ptot = f(Ta) <
mw
250
200
\
\
\
150 3
100
A
50 \
0
0 S0 100
A
Gate 1-Steilheit
gis1 = f(Vais)
Vps =15V
Ioss =7mA, f=1kHz
mS
® TTTT
Pg Vizsﬂ*V
/; PTTINGN
1
10 /// \
/ ///‘ \\ \\
\ 3V 1
A
|
5 \
\ \ 2V
/ \ \\
N Ny
| N TN NesY|
/) -05VIH oV
-2 -1 0 1 2V

gfs1

Ausgangskennlinienfeld
Ip = f(Vbs)
Vg2s =4V
mA V'v
25 T
44 VG61s=0,8V
Y,
06V
20
y 0.4V
15 0,2V
1
/1 oV
A !
-0,2V[]
R aEr==c N
-0,4 VL]
1
A —
s WA= .0.'6;\,
p 0,8VH
A L -1,0 V]
l' r l’ 1
o L2 [ 11
0 5 10 15 20V

Gate 2-Steilheit
gts1 = f(Vaas)
Vps=15V
Ipss =7mA, f=1kHz
mS
15
] Zavd
773
Y Vors=|
”d =05V
111/
5 //
avavi
4 /i -
o EA
-2 A 0 1 2 3 4V
Vs



Gps

Gos

BF 989 S

Leistungsverstérkung
Gps = f(Vazs)

Vbos =15V, Vgis =0V
Ipss =7 mA, f= 200 MHz
(s. MeBschaltung 1)
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Leistungsverstérkung
Gps = f(Vazs)
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Rauschzahl

NF = f(Vaas)

Vbs =15V, Vgis =0V
Ipss =7 mA, f= 200 MHz
(s. MeBschaltung 1)
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BF 989 S

Gate 1-Eingangskapazitit
Cg1ss = f(Va1s)

Vges =4V, Vps =15V e
Ipss =7 mA, f=1MHz

pF
25

20 —

05

Yars
Ausgangskapazitat
Cass = f(Vps)
Vais =0V, Vazs =4V
Ipss =7 mA, f=1MHz
pF
S

0 S 10 15 20V

VDS
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Gate 2-Eingangskapazitiit
cg2ss = f(Vaas)

Vg1is =0V, Vps =15V
Ipss =7mA, f=1MHz

pF
15

-1 0 1 2 3 4 5V

ks
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BF 989 S
Gate 1-Steilheit Y215 Ausgangsleitwert Y225
Vps =15V, Vst=4V‘ Vos =15V, Vgas =4V
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BF 989 S .

MeBschaltung fiir Leistungsverstirkung und Rauschen
f=200MHz; Ge=2mS, GL=05mS
Abb. 1 N

VGZS

270k

VG1S Vtun

MeBschaltung fiir Leistungsverstarkung, Rauschen und Kreuzmodulation
f=800MHz, Ga =33mS, GL=1mS.
Abb. 2

Vazs
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Silizium-N-Kanal-MOSFET-Tetrode

BF 993

@ Fir TV-VHF- und UKW-Vor- und Mischstufen
@® Hohe Aussteueﬁéhigkeit
@® Hohe Steilheit

Typ | Stempel | Schiittgut-Bestell-Nr. | 8-mm-Gurt-Bestell-Nr. | Gehéuse
BF993 | ME | Q62702-F899 | @62702-F1018 | soT 143
Grenzwerte

Bezeichnung Symbol Wert Einheit
Drain-Source-Spannung Vos 20 \

Drainstrom Ip 50 mA

Gate 1/Gate 2-Source-

Spitzenstrom + Igi2sm | 10 mA

Gesamtverlustleistung Ptot 200 mw

TA=60°C

Lagertemperatur Tstg —55...+150 °C

Kanaltemperatur Tch 150 °C

Wirmewiderstand Rthia <450 K/W
Sperrschicht-Umgebung

bei Montage auf Al,O,-

Keramiksubstrat

15 mm x 16,7 mm x 0,7 mm
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BF 993

Kennwerte

bei Ta = 25°C, wenn nicht anders angegeben

Statische Kennwerte

Symbol

min

typ

max

Einheit

Drain-Source-Durchbruchspannung
Ip=10pA, —Vgis = —Vgas =4V

V(BRr) DS

20

\

Gate 1-Source-Durchbruchspannung
+Ig1s =10 mA, Vazs = Vps =0

+ V(BR)G1sS

8,5

17

v

Gate 2-Source-Durchbruchspannung
+ Ig2s = 10mA, Vgis = Vps =0

+ V(BR)G2ss

8,5

17

v

Gate 1-Reststrom
+VGgis=5V, Vaas=Vps =0

+ Ig1ss

50

nA

Gate 2-Reststrom
+Vas =5V, Vais = Vps =0

+ Igz2ss

50

nA

Drainstrom
Vps =15V, Vg1s =0, Vs =4V

Ipss

40

mA

Gate 1-Source-Abschnirspannung
Vbs =15V, Vgas =4V, Ip =20 pA

— Vais (p)

35

Gate 2-Source-Abschnlrspannung
Vps =15V, Vg1s =0, Ip =20 nA

—Vazs(p)

3,0

Dynamische Kennwerte

Symbol

min

typ

max

Einheit

Vorwartssteilheit
Vps =15V, Ip = 10 mA, Vezs—4V
f=1kHz

gis

16

25

mS

Gate 1-Eingangskapazitat
Vbs =15V, Ip =10 mA, Vgas =4V,
f=1MHz

Cg1ss

pF

Gate 2-Eingangskapazitat
Vos =15V, Ip =10 mA, Vgas =4V,
f=1MHz

Cngs

25

pF

Ruckwirkungskapazitat')
Vbs =15V, Ip = 10 mA, Vgas =4V,
f=1MHz

Cdg1

50

fF

Ausgangskapazitat
Vps =15V, Ip =10 mA, Vgas =4V,
f=1MHz

Cadss

25

pF

Leistungsverstarkung

Vpos =15V, Ip = 10 mA,

f=200MHz, Ga=2mS, GL=05mS
2Af=12MHz

(MeBschaltung)

Gp

25

dB

Rauschzahl

Vbs =15V, Ip=10mA

f=200MHz, Ga=2mS, GL=0,5mS
{MeBschaltung)

15

dB

'}y G2 und S auf Schirmpotential.
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BF 993
Gesamtverlustleistung Piot = 7(7a) Ausgangskennlinienfeld Ip = f(Vps)
Vaas =4V
mw mA
300 25 T
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Gate 1-Steilheit grs1 = f(Va1s)
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Ipss = 10mA, f=1kHz
mS
40
30 \ D NRCIA
\
20 \
3v
10
L N
u \ v
L |
[ T~V
o o3y

264

Gate 1-Steilheit gis1 = 7(VG2s)

Vbs =15V
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BF 993
Gate 1-Eingangskapazitit Cq1ss = f(Va1s) Gate 2-Eingangskapazitét Cg2ss = f(Va2s)
Va2es =4V, Vps =15V Vgis =0, Vos =15V
Ipss = 10 MA, f= 1 MH=» Ipss = 10 MA, f= 1 MHz
pF pF
8 S
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/// 4L
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BF 993

Gate 1-Eingangsleitwert y 115

Gate 1-Steilheit Y215
Vbs =15V, Vgas =4V Vbs =15V, Vgas =4V
(Sourceschaltung) - (Sourceschaltung)
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Iy=1mA 5 15|
5 0 |
f=800MHz |
10 1% 600MH
515 1
]
10 400 MHz
5 | {515
f
115
071 ~200MHz
0o15 | 100MHz
NEREEE
0 01 0,2 03msS

G225

266

LR



-

BF 993

Leistungsverstérkung Gp = f(Va2s)
Vps =15V, Vgis =0

Ipss = 10 mA, f= 200 MHz

(s. MeBschaltung)

dB
30

20

-20

Rauschzahl F= f(Vag2s)
Vbs =15V, Vgis =0
Ipss = 10 mA, f= 200 MHz

(s. MeBschaltung)
dB
10

MeBschaltung fiir Leistungsverstérkung und Rauschen

f=200MHz, Ga=2mS, GL=05mS

VGZS

270k

VG 1S th
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MOS-Transistoren BF 994
Silizium-Dual-Gate-MOS-Feldeffekt- Dos 1 2
Tetroden

~ 2
@ Fir Anwendungen in VHF-Vor- und Misch- G2 0—“——|
stufen mit groBem Abstimmbereich
£ X S~
Draufsicht

(CATV-Tuner) 1

So3
Typ | Stempel | Bestellnummer | Gehduse
BF 994 [MC | siehe Verzeichnis | Ausfihrung B
Grenzwerte
Drain-Source-Spannung Vbs 20V
Drainstrom Ip 30 mA
Gate 1/Gate 2-Source-
Spitzenstrom + Igi2sm | 10mA
Gesamtverlustleistung Prot 200 mW
Ta=60°C
Lagertemperatur Tstg —55...4+150°C
Kanaltemperatur Teh 150°C
Thermische Grenzwerte
Warmewiderstand Rthia < 450 K/W
Sperrschicht-Umgebung
bei Montage auf Al,Os- ‘
Keramiksubstrat
2,5cm?x 0,7 mm
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BF 994

Kennwerte

bei Ta = 25°C, wenn nich{ anders angegeben

Statische Kennwerte Symbol min typ max Einheit
Drain-Source-Durchbruchspannung V(er)Ds 20 - - \
Ip=10pA, —Vgis= —Vgas =4V

Gate 1-Source-Durchbruchspannung +V@eRiGgiss | 6 - 20 v
+ Ig1s =10 mA, Vaas = Vps =0

Gate 2-Source-Durchbruchspannung * V(Br)G2ss 6 - 20 \
+Ig2s =10 mA, Vgis = Vps =0

Gate 1-Reststrom + Igiss - - 50 nA
+Vg1s =5V, Vgas = Vps =0

Gate 2-Reststrom + Ig2ss - - nA
+Vgas =5V, Vais = Vps =0

Drainstrom Ipss 2 - mA
Vbs =15V, Vais =0, Vgas =4V

Gate 1-Source-Abschnurspannung — Vais(p) - - 25 Vv
Vbs =15V, Vgas =4V, Ip =20 pA

Gate 2-Source-Abschnirspannung — Vazs (p) - - 20 \

Vpos =15V, Vgi1s =0, Ip =20 pA
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BF 994
Dynamische Kennwerte Symbol min typ max Einheit
Vorwiartssteilheit Jis 15 17 - mS
Vbs =15V, Ip =10 mA, Vgas =4V,
f=1kHz
Gate 1-Eingangskapazitat Cgiss - 25 3 pF
Vos =15V, Ip =10 mA, Vgas =4V,
f=1MHz
Gate 2-Eingangskapazitit Cgass - 1,2 - pF
Vos =15V, Ip =10 mA, Vga2s =4V,
f=1MHz
Rickwirkungskapazitit') Cdg1 - 25 35 fF
Vbos =15V, Ip =10 mA, Vgas =4V,
f=1MHz
Ausgangskapazitat Cdss - 1 1.3 pF
Vos=15V, Ip =10 mA, Vgas =4V,
f=1MHz
Leistungsverstarkung Gps - 25 - dB
Vbs =15V, Ip = 10 mA,
f=200 MHz, Ga =2mS, GL=0,5mS
(MeBschaltung)
Rauschzahl NF - 1,5 2,8 dB
Vbs =15V, Ip = 10 mA,
f=200 MHz, Ge =2mS, GL=0,5mS
(MeBschaltung) '
Regelumfang AGps 50 - - dB
Vbs =15V, Vgas =4... =2V,
f= 200 MHz .

") G2 und S auf Schirmpotential.

MeBschaltung fiir Leistungsverstérkung
und Rauschen, f= 200 MHz

VGZS

270k
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BF 994

Gesamtverlustleistung Ausgangskennlinienfeld
Prot = f(Ta) Ip=f(Vps)
- Vaas =4V
mw mA
250 20 T
Vrs=0,6V
4
tot ID I
200 T 0.4V
15
1 /
\ 02v_| |
150 3
10 p—— ov—|
100 /
\ -0,2V-
~ 1
\ i !
\ 5 f |
50 \ -0,V
A |
0,6V
> L
- 0,8V
0 0 == L
0 50 100 150 °C 0 10 20V
TA —— VDS
Gate 1-Steilheit ' Gate 2-Steilheit
gis1 = f(Vais) gist = f(Vazs)
Vbos =15V Vps =15V
Ipss =10 mA, f=1kHz Ipss =10 mA, f=1kHz
mS mS
20 — 20
AT V
R 05V
st 4"3\\{ gfs1 1
/4 N ——
T 5 ¥ A2V T " _~Tov
/ A
1V _
M T34
[ 0 / "
10 3V
1/ 10 P
N |
[T A [/
] 1
\
S 5
] \
] oV
/] Faivi
'/ A
0 724 0
-2 -1 0 1V -1 0 1 2 3 N 5V
— Vi — Vs
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BF 994

Gate 1-Eingangskapagzitét Gate 2-Eingangskapazitét
Cgiss = f(Va1s) Cg2ss = f(Vazs)
Vgas =4V, Vps = 15V~ Veis =0V, Vps =15V
Ipss = 10mA, f=1MHz Ipss =10 mA, f=1MHz
pF PF
3 3
Cotss Cg2ss
/""’——
T - = T
2 // 2
N
—
1 1
0 0
-1 0 1V -1 0 1 2 3 4 S5V
VGWS - VGZS
Ausgangskapazitiit ' Gate 1-Eingangsleitwert y 115
Cass = f(Vps) Vos =15V, Veas =4V
Veis =0V, Vgas =4V (Sourceschaltung)
Ipss =10 mA, f=1MHz
pF mS .
3 14 |
bys 15
Cdss 7 1‘(%’0
12 35 P
Ip =1mAc £=800MHz
10 15
2 571(‘)4;3
337 |
8 1 600MHz
115
\ 61
A,
~N 1d 4LOOMHz
1 e
\\\ .
olS
1 [200MHz
2 plkiler
5L
$1° hoomHz
0 0
0 10 20V 0 1 2mS

Vos ——=Ggns
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BF 994

Gate 1-Steilheit Y25
Vos =15V, Vgas =4V

(Sourceschaltung) -
mS
0 To= 1A T F=100MHz
., o——l3 |5 710 15 |
bys 2 —~2 3 7I10 15
- 1 s
| N3 200MHz
" n
-6 1 '5_7
AY a0 45
-8 3 Yo
400MHz
3 5
-10 7
\\10
-12 5 t\\‘.
7 600MHz—
14
1
"6 15
18 800MHz
]
2 1
0 10 20mS
gZ'Is
Leistungsverstérkung

Gps = f(Vaes)

Vbs =15V, Vgis =0V
Ipss = 10 mA, f= 200 MHz
(s. MeBschaltung)

dB

50

Gps 40
30

20 N

bZZs

NF

Ausgangsleitwert Y225

Vos =15V, Vgas =4V

(Sourceschaltung)

mS
5

T T
[o =ImACS SR ®
£=800MHz
. —
171

00-0-0-0| 600 MHz
T3 10

og—o |400MHz

01 0,2mS

—*™9us

Rauschzahl

NF = f(Vaas)

Vos=15V, Vgis =0V
Ipss = 10 mA, f= 200 MHz
(s. MeBschaltung)

dB
10

9




Silizium-N-Kanal-MOSFET-Tetrode BF 994 S

@ Fir Anwendungen in VHF-Vor- und Misch-
stufen mit groBem Abstimmbereich

(CATV-Tuner)
Typ | Stempel | Schiittgut-Bestell-Nr. | 8-mm-Gurt-Bestell-Nr. | Gehiuse
BF994S | MG | Q62702-F963 | Q62702-F1020 | soT 143
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Wert Einheit
Drain-Source-Spannung Vbs 20 \"
Drainstrom Ip 30 mA
Gate 1/Gate 2-Source-
Spitzenstrom +Ig12sm | 10 mA
Gesamtverlustleistung Prot 200 mwW
Ta=60°C
Lagertemperatur Tstg —55...4+150 °C
Kanaltemperatur Tch 150 °C
Warmewiderstand RthiA <450 K/W
Sperrschicht-Umgebung
bei Montage auf Al,O5-
Keramiksubstrat
15 mmx 16,7 mm x 0,7 mm
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BF 994 S

Kennwerte

bei Ta = 25°C, wenn_nicht anders angegeben

Statische Kennwerte

Symbol

min

typ

max

Einheit

Drain-Source-Durchbruchspannung
Ip=10pA, —Vgis = —Veas =4V

V(BR)Ds

20

\Y

Gate 1-Source-Durchbruchspannung
+Ig1s =10mA, Vaos = Vps =0

+ V(BR) Giss

8,5

17

v

Gate 2-Source-Durchbruchspannung
+ Igos = 10mA, Vgis = Vps =0

+ V(BR) G2ss

8,5

17

\

Gate 1-Reststrom
*+VGis =5V, Vaas = Vps =0

*Igiss

50

nA

Gate 2-Reststrom
+Vaas =5V, Vgis = Vps =0

+ Iazss

50

nA

Drainstrom
Vbs =15V, Vgis =0, Vgas =4V

Ipss

20

mA

Gate 1-Source-Abschniirspannung
Vps =15V, Vges =4V, Ip =20 yA

—Vais(p)

25

Gate 2-Source-Abschnurspannung
Vps =15V, Vgi1s =0, Ip = 20 pA

— Vaas (p)

20

Dynamische Kennwerte

Symbol

min

typ

max

Einheit

Vorwartssteilheit
Vbs =15V, Ip =10 mA, Vgas =4V,
f=1KkHz '

gfs

15

18

mS

Gate 1-Eingangskapazitat
Vpos =15V, Ip =10 mA, Vgas =4V,
f=1MHz

Cg1ss

25

pF

Gate 2-Eingangskapazitat
Vbos =15V, Ip =10 mA, Vges =4V,
f=1MHz

Cg2ss

1,2

pF

Ruckwirkungskapazitat')
Vos =15V, Ip = 10 mA, Vgas =4V,
f=1MHz

Cadg1

25

fF

Ausgangskapazitat
Vbs =15V, Ip =10 mA, Vges =4V,
f=1MHz

Cdss

pF

Leistungsverstarkung

Vps =15V, Ip = 10 mA,

f=200 MHz, G =2mS, GL=0,56mS
(MeBschaltung)

Gp

25

dB

Rauschzahl

Vos =15V, Ip =10 mA,

f=200MHz, Gg =2mS, GL=05mS
(MeBschaltung)

dB

Regelumfang
Vbs =15V, Vgas =4... -2V,
f= 200 MHz

AGp

50

daB

") G2 und S auf Schirmpotential.
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BF 994 S
Gesamtverlustleistung Piot = (7h) Ausgangskennlinienfeld /p = f(Vps)
Vgas =4V
nw N mA
300 2 ENEESI
JA ]VI | 10 16 [
=0,6V
Pfo? os '| i
20 .
y 0,4V
200 f
\ 15 0,]2\‘/—
[
N\, oV
\ | | 1]
N 10 [l
\ T -02V 4
100 \ V. 1]
A\ 1]
\ -04V ]
5 % 11
N ~0,6V]
1 1
g - 0,8V|-
0 0 |
0 50 100 0 S 10 15 20V
— — Vs
Gate 1-Steilheit g1s1 = f (Va1s) Gate 1-Steitheit gis1 = f (Vgas)
Vps =15V Vps =15V
Ipss =10 mA, f=1kHz Ipss = 10 mA, f=1kHz
mS mS
20 20
[TT1]
Gts1 Vars=4V e
A,
N
\\ ) Vs =0V ]
15 15 -~
i \ L4
/ /1
NEA AL Yosv-
/10 / /™
] 3V
10 s \ 10
\ / 05V
y
\ y!
5 Y2V 5 A/
\ / )4
\ 1/
NN N 4
\ N ™ 05V] ,
0 =05V N~ o0V 0
-2 -1 0 1 2V -2 -1 0 1 2 3 LV
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[g1ss

BF 994 S

Gate 1-Eingangskapazitiat Cg1ss = f(Va1s)
Vaes =4V, Vps =15V

Ipss = 10 mA, f=1MHz®

pF
25

05

VG1S

Ausgangskapazitédt Cyss = f(Vps)
Vais =0, Veas =4V

Ipss = 10 mA, f=1MHz

pF

20V

g2ss

Gate 2-Eingangskapazitédt Cg2ss = f(Va2s)
Vagis =0, Vps =15V

Ipss = 10 mA, f=1MHz

pF
2,0

05

-1 0 1 2 3 b4 5V

VGZS

Drainstrom Ip = f(Va1s)

Vps =15V
mA
% Vizs =V /;3'\/ ;ZT\I
/
/
20
, =1V
//
I | /]
4
10
bdett =0V
L Pz
0
] 0 1 2 3v

VG?S
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b‘l'ls

bZZs

BF 994 S

Gate 1-Eingangsleitwert y 115
Vbos =15V, Vgas =4V

(Sourceschaltung) ~
mS
1%
10015
12 5%
7
Ip=1mAP f=800MHz —]
10 |
1047
sy |
8 37—
110" 600MHz
6 o™
&
1| LOOMHz
4

1{15
1 200 MHz

ol ]

:FS T
0 1 100MHz
0 1

=11s

Ausgangsleitwert Yoo
Vbos =15V, Vazs =4V
(Sourceschaltung)

2 mS

mS
lo=1mAd2—0r 8 s

5
f= 800 MHz

5
© 600MHz

yg 200MHz

] ’
:1>c1>5100 MHz

0,2mS

—Ggns

272

Gate 1-Steilheit Ya1s
Vos =15V, Vgas =4V

(Sourceschaltung)
mS
01T
=100 MHz 15+
-2 1 O] e
POt 15
" A - 200MHz |
I N P |
-6 Ig:1mA‘\\\ ! 1015|—
8 N L00MHz
5
N
-10 N 0
i 3 15—_
"\\7\ 600MHz
-14 10
15
-16 N
800MHz 4|
-18
-20
0 10 20mS
—==Gs



BF 994 S

Leistungsverstérkung Gp = f(Vazs)
Vpos =15V, Vgis =0

Ipss = 10 mA, f= 200 MHz

(s. MeBschaltung)

dB
30

20 4
/

S
T—t———

Rauschzahl F = f(Va2s)
Vbs =15V, Vg1s =0

Ipss = 10 mA, f= 200 MHz
(s. MeBschaltung)

dB

10

|
o LA

’

\
i
[

w
| A1

Ly

VGZS

MeBschaltung fiir Leistungsverstirkung und Rauschen
f= 200 MHz, Gg =2 mS, GL=0,5mS

VGZS

270k
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Silizium-N-Kanal-MOSFET-Tetrode

BF 995

@ Fir TV-VHF- und UKW-Vor- und Mischstufen

-

Typ | Stempel | Schiittgut-Bestell-Nr. | 8-mm-Gurt-Bestell-Nr. | Gehéuse
BF995 | MB | Q62702-F872 | Q62702-F936 | soT 143
Grenzwerte

Bezeichnung Symbol Wert Einheit
Drain-Source-Spannung Vbs 20 \

Drainstrom Ip 30 mA

Gate 1/Gate 2-Source-

Spitzenstrom + Ig1/2sm | 10 mA

Gesamtverlustleistung Ptot 200 mw

Ta=60°C

Lagertemperatur Tstg —55...+150 °C

Kanaltemperatur Tch 150 °C

Warmewiderstand Rinia . <450 K/W
Sperrschicht-Umgebung

bei Montage auf Al,O;-

Keramiksubstrat

15 mm x 16,7 mm x 0,7 mm

. s



BF 995

Kennwerte

bei Ta = 25°C, wenn picht anders angegeben

Statische Kennwerte Symbol min typ max Einheit
Drain-Source-Durchbruchspannung V(8Rr) DS 20 - - \
Ip=10yA, —Vgis = —Vgas =4V

Gate 1-Source-Durchbruchspannung + V(8R)G1iss 8,5 - 17 \
+ Ig1s = 10 mMA, Vg2s = Vps =0

Gate 2-Source-Durchbruchspannung + V(BR) G2ss 85 - 17 \
+ Ig2s = 10mA, Vgis= Vps =0

Gate 1-Reststrom * Igiss - - 50 nA
*+Vais=5V, Vaas = Vps =0

Gate 2-Reststrom + Ia2ss - - 50 nA
+Vaas =5V, Vais = Vps =0

Drainstrom Ipss 4 - 20 mA
Vbos =15V, Vgis =0, Vaas =4V

Gate 1-Source-Abschnirspannung —VGis(p) - - 35 v
Vbs =15V, Vgas =4V, Ip =20 pA

Gate 2-Source-Abschnirspannung — Vaas p) - - 35 \

Vbs =15V, Vg1s =0, Ip =20 uA
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BF 995
Dynamische Kennwerte Symbol min typ max Einheit
Vorwartssteilheit Jts 12 17 - mS
Vbs =15V, Ip = 10 mA, Vgas =4V,
f=1kHz
Gate 1-Eingangskapazitat Cgitss - 3,6 - pF
Vos =15V, Ip =10 mA, Vgos =4V,
f=1MHz
Gate 2-Eingangskapazitat Cgass - 1,6 - pF
Vbs =15V, Ip=10mA, Vgos =4V,
f=1MHz
Ruckwirkungskapazitat') Cdg1 - 25 - fF
Vbs =15V, Ip = 10 mA, Vgas =4V,
f=1MHz
Ausgangskapazitat Cdss - 1,6 - pF
Vbs =15V, Ip =10 mA, Vgas =4V,
f=1MHz
Leistungsverstarkung Gp - 23 - daB
Vbs =15V, Ip = 10 mA,
f=200 MHz, Ga =2mS, GL=05mS
2Af=12MHz
Rauschzahl F - 1.8 - dB
Vbs =15V, Ip = 10 mA
f=200MHz, Ga=2mS, GL=05mS
(MeBschaltung 1)
Regelumfang AGp - 50 - dB
Vbs =15V, Vaes =4... -2V,
f=200 MHz
(MeBschaltung 1)
Mischverstarkung (additiv) Gpsc - 16 - dB
Vos =15V, Vges =6V, Rs =220 Q
f=200 MHz, fir = 36 MHz
2 Afir =5MHz, Vosc =05V
(MeBschaltung 2)
Mischverstéarkung (multiplikativ) GFsc - 18 - dB

Vbs =15V, Vgis =1,7V, Vgos = 2,5V
Rs =220 Q, f= 200 MHz, fir = 36 MHz
2Afir=5MHz, Vosc =2V
(MeBschaltung 3)

') G2 und S auf Schirmpotential.
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BF 995

Gesamtverlustleistung Piot = f(Ta) Ausgangskennlinienfeld
Ip = f(Vps)
= Vges =4V
mwW mA
300 20 T
TT Wars= 06V
1 4 4 4
Pfa' ID ,Hj l T
04V
T 15 I
200 0,2
T + 4t
\ o ov ]
\\ Tl
\ JENREN
100 =02V
N <iRRRREE R
N\ 5 (HiA R A
=-04V |
\ & T <06V T
» -08V. |
0 0 [T
0 50 100 150 °C 0 5 10 15 20V
—T — Vps
Gate 1-Steilheit grs1 = f(Vgis) ' Gate 1-Steilheit gis1 = f(Vaas)
Vbs =15V Vps =15V
Ipss = 10 mA, f=1kHz Ipss = 10 A, f=1kHz
mS mS
20 20 ’
HH
Vs =4V
Gt = Fran | Vers=05V
/1 A ]
15 AN AT 15 L0V
! 3V N . .
(AN LA !
/7 AERN )& 1
-~
iy / 05\
10 TN 10 L/ )
/7. AR \
T '
ARNAUEN /
AN JA'RV
5 N N\ 5 /
\ N
Y 1//
05V 3 IV/
N2V IS 1
0 \AmS S 0
4 -1 0 1V -1 0 1 2 3 A ERY
— Vais — Voas
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Cass

BF 995

Gate 1-Eingangskapazitét Cg1ss = 7(Va1s)
Ve2as =4V, Vps =15V

Ipss =10mA, f=1MHz -~

PF

5

-1 0 1v

— Vs

Ausgangskapazitdt Cdss = f(Vps)
Vg1s =0, Vaas =4V

Ipss = 10mA, f=1MHz

pF

5

0 10 20V

— Vps

278

I

Gate 2-Eingangskapazitit Cgoss = f(Vazs)

Ve1s =0, Vps =15V
Ipss = 10 mA, f=1MHz

pF
5
L
3
2 \\\
\\\
1
0
-1 0 1 2 3 4 SV
— Vg2s
Drainstrom Ip = f(Va1s)
Vos =15V
mA
¥ Voo =lV JI=3V] =2V
/
/
I/
2 /
,/ - =1V
A
o
n =0V
//
0 -
-1 0 1 2 3V

a
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baos

BF 995

Gate 1-Eingangsleitwert y 115
Vos =15V, Vges =4V

(Sourceschaltung) *
mS
2 Josienie
Z{M
? f=800MHz
4
15 14—
15
%
35 600 MHz
I 1/
10 —+ts- 1
of |
7 4,00 MH
3
14
15
5 bd i
200 MHz
5|
[ 100 MHz
L
oL
0 5

> Gus

Ausgangsleltwert Y2o5
Vos =15V, Vgas =4V
(Sourceschaltung)

mS

10 mS

10

9

=800 MHz

5105 |

2 [Liys
200 MHz

11|

100 MHz

0 -

0 01 02 03 04 05
——® Gns

06 mS

bas

Gate 1-Steilheit Y215
Vos =15V, Vgas =4V

(Sourceschaltung)
mS
* T EEEFT
Ip=1mA
i NN ER BRI
1 141 f =100 MHz
N
-5 R Aski‘ SI |
Loss
200MHz
3 3
N
-10 5
g
\ [T zooMHRL
RS 15
ARY \ d0p M7
-15 \m \015
800 MHz] | |
[E !

-5 0 5 10 15

> 9ns

20 mS
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BF 995

Leistungsverstirkung Gp = 7(Vg2s)
Vbos =15V, Vgis =0

Ipss = 10 mA, f= 200 MHz

(s. MeBschaltung 1)

dB

40

30

20 =

10

.
w
o
—t—

— Vo2

280

LV

Rauschzahl F= f(Vg2s)
Vbs =15V, Vgis =0

Ipss = 10 mA, f= 200 MHz
(s. MeBschaltung 1)

a8
10

9

=
i
|
I




Gpse

Mischverstirkung (additiv)

Gpsc = f(Vosc), Vo =15V, VGg1s =0,
Vgas =6V, Rs =220 Q" Ipss = 10 mA,
f= 200 MHz, fir = 36 MHz,

2 Afir = 5 MHz (s. MeBschaltung 2)

dB
20

N~

0 05 10

- VOsc.

1BV

Mischverstérkung (additiv)

Gpsc =f(Rs), Vb =15V, Vgi1s =0,
Vaas =6V, Vosc = 0,5V, f= 200 MHz,
fir = 36 MHz, 2 Afif = 5 MHz

(s. MeBschaltung 2)

dB
20

L Ipss=5m

TOmA

Mischverstéarkung (additiv)

Gpse = f(Vazs), Vo =15V, Vai1s =0,
Rs=220Q, Vosc =05V,

Ipss = 10 mA, f= 200 MHz,

fie = 36 MHz,

dB 2 Afif = 5 MHz (s. MeBschaltung 2)
20
Gpsc T
P
I
I
/
0
|
||
[
I
1 ;
-20
2 41 0 1 2 &4 5 6V
— Vs
Mischverstéarkung (multiplikativ)
Gpsec = f(Vazs), Vo =15V, Vais =17V,
Rs =200Q, Ipss = 10 mA,
f= 200 MHz, fir = 36 MHz,
2 Afie = 5 MHz (s. MeBschaltung 3)
dB
25
Gose 20 [ oe= 2,5V PN
s T =
20V VI L
NERRYAY A7V a0EE
LA sy |
/- 1oV
5 ﬁ/, LA
/o
/
0 /’
-5 _,é 1 4,7 BN S S S B N QS i
/
_‘10 - b
JITE
15 =] . ot
20
321 0 1 2 3 4 5 6V

- VGZS




Vint(1%

[}

BF 995

Stérspannung fiir 1% Kreuzmodulation
Vint (1%) = f(fint)"), Mint = 100%,

fe =200 MHZ, Vps = 15V, Pgas =4V,
VGi1s =0, Ipss = 10 mA

(s. MeBschaltung 1)

mvV

10°

) 5 |

160 180 200 220 240 MHz
— > fint

Stdrspannung fiir 19% Kreuzmodulation
Vint (1%) = F(AGp)"), fe = 200 MHz,

fint = 221 MHz, mint = 10000,

Vos =15V, Vg1s =0, Ipss = 10 mA
(s. MeBschaltung 1)

myv

107

Vint11%)

0 5 10 15 20 25dB

— AGDS

MeBschaltung fiir Leistungsverstérkung, Rauschen und Kreuzmodulation

f=200 MHz, Gg =2mS, GL=0,5mS

v,
Abb. 1 625

270k

Vais Viun

Vos

') Vint(1%) ist der Effektivwert der halben EMK (Klemmenspannung bei Anpassung) eines 10090 sinusmodu-
lierten Fernsehtragers bei einem Generator-Innenwiderstand von 60 Q, der auf dem Nutztrager 1% Ampli-

tuden-Modulation verursacht.
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BF 995

MeBschaltung fiir Mischverstérkung (additiv)
f=200 MHz; fosz = 236‘MH2; 2 Afze =5 MHz

Abb. 2 Voas

inF
68 Q |
33pF

Osc. input
60 Q

. IF output
Inpuf ) 1. 6|JF 609 P
60Q 1nF \
MeBschaltung fiir Mischverstérkungy (multiplikativ)
f= 200 MHz; fosz = 236 MHz; 2 Afzr = 5 MHz
Abb. 3 Vazs .
68Q 100 k
Osc.input
60Q
IF output
Input 600 pu
60Q Y




MOS-Transistoren

BF 996

Silizium-Dual-Gate-MOS-Feldeffekt- Dok ! z

Tetroden

-

@ Fir Vorstufen in UHF/FS-Tunern

é §§ ;raufsmhl:

~NA

Typ Stempel | Bestellnummer | Gehduse
BF 996 MD | siehe Verzeichnis | Ausfiihrung B
Grenzwerte

Drain-Source-Spannung Vbs. 2V

Drainstrom Ip 30 mA

Gate 1/Gate 2-Source-

Spitzenstrom + Igi2sm | 10mA
Gesamtverlustleistung Ptot 200 mwW
Ta=60°C

Lagertemperatur Tstg —55...4+150°C
Kanaltemperatur Teh 150°C
Thermische Grenzwerte

Warmewiderstand Rthia < 450 K/W
Sperrschicht-Umgebung

bei Montage auf Al2O3-

Keramiksubstrat

2,5cm?x0,7 mm
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BF 996
Kennwerte
bei Ta = 25°C, wenn.nicht anders angegeben
Statische Kennwerte Symbol min typ max | Einheit
Drain-Source-Durchbruchspannung V(BR) DS 20 - - \
Ip=10pA, —Vgis= —Vaes =4V
Gate 1-Source-Durchbruchspannung +Ven)jaiss| 6 - 20 \Y
+Ig1s =10mA, Vgas = Vps =0
Gate 2-Source-Durchbruchspannung + V(BR)G2ss| 6 - 20 A
+ Iges =10 mA, Vgis = Vps =0
Gate 1-Reststrom + Ig1ss - - 50 nA
+Vais =5V, Vaes = Vps =0
Gate 2-Reststrom + Igass - - 50 nA
+Vgas =5V, Vgi1s = Vps =0
Drainstrom Ipss 2 - 20 mA
Vbs =15V, Vg1s =0, Vgas =4V
Gate 1-Source-Abschnirspannung —Vagis(p) - - 25 \
Vos =15V, Vgas =4V, Ip =20 pA
Gate 2-Source-Abschnirspannung —Vazsp) |- - 20 \
Vps =15V, Vgi1s =0, Ip =20 pA
Dynamische Kennwerte Symbol min typ max | Einheit
Vorwartssteilheit Jts 15 17 - mS
Vbs =15V, Ip =10 mA, Vgos =4V, f=1kHz
Gate 1-Eingangskapazitat Coi1ss - 22 26 pF ‘
Vos =15V, Ip=10mA, Vges =4V, f=1MHz
Gate 2-Fingangskapazitat Cgass - 1,1 - pF
Vbs =15V, Ip =10 mA, Vgas =4V, f=1MHz
Ruckwirkungskapazitat') Cdg1 - 25 35 fF
Vbs =15V, Ip=10mA, Vgas =4V, f=1MHz
Ausgangskapazitat Cudss - 0,8 1,2 pF
Vps =15V, Ip=10mA, Vgas =4V, f=1MHz
Leistungsverstarkung Gps
Vbs =15V, Ip = 10 mA,
f=200MHz, Ga=2mS, GL=0,5mS - 25 - dB
f=800MHz, Ge=33mS, GL=1mS 13 18 - dB
Rauschzahl NF
Vps =15V, Ip = 10 mA
f=200 MHz, Gg =2mS, GL=0,5mS - 15 - dB
f=800MHz, Ga=3,3mS, GL=1mS - 2,8 39 aB
Regelumfang AGps 40 - - dB

Vos = 15V, Vaas = 4... —2V, f= 800 MHz

') G2 und S auf Schirmpotential.
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BF 996

Gesamtverlustieistung

Prot = f(Ta)

mw
250

200

150

100

/’

50

P

50

Gate 1-Steilheit
grs1=f(Vais)

Vps =15V

100

Ipss =10 mA, f=1kHz

mS
20

150 °C

[ 111

Vais=4V 4

9 fst

w \[\
<]

[/

'

A

N
A
N
l + SA

N
<l

—

10

-2

270

Ausgangskennlinienfeld

Ip = f(Vps)
Vaes =4V
mA
20
A
[ Veis=06Vv
Iy L 04V
/
15 ’ /
0,2V
10 f V|
//,
L -0,2V
. |
5 / =t - 04V
y.d |
y 06V
- f
] 0,8V
o LA
0 10 20V
= Vis
Gate 2-Steilheit
gis1 = f(Vazs)
Vbos =15V
Ipss = 10 mA, f=1kHz
mS
20 I
0,5V[_41
gfs1 P
[
T 15 = oV
A]
Va1s=—0,5x -
10 pa
[
/1]
/
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BF 996

Leistungsverstérkung Rauschzahl
Gps = f(Vaas) NF = f(Vaas)
Vos =15V, Vgis=0W Vos =15V, Vgi1s =0V
Ipss = 10 MA, f= 200 MHz Ipss = 10 mA, f= 200 MHz
(s. MeBschaltung 1) (s. MeBschaltung 1)
dB dB
50 10
Gps 0 NF 9
? 30 T 8
P
20 7
\
10 \ 6
\
0 5
-10 A | ||
~20 \ 3
-30 2 (/
/'
-40 1 =
-50 0
3 3 2 1 0 -1 -2v 5 4 3 2 1 0 1V
— Vs —= Vs
Leistungsverstirkung ' Rauschzahl
Gps = f(Vaes) NF = f(Vaazs)
Vbs =15V, Vgis =0V Vos =15V, Vgis =0V
Ipss = 10 mA, f= 800 MHz Ipss = 10 mA, f= 800 MHz
(s. MeBschaltung 2) (s. MeBschaltung 2) ‘
d¢B dB
50 10
Gps 40 NE 9
? 30 Y 8
20 7
10 \‘\ 6 |
0 5
-10 \ 4
-20 3 %
L
-30 { 2
-40 \‘ 1
-50 0
A 3 2 1 0o -1 -2V 5 4 3 2 1 0 -1V
— Vi35 — - Vst
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BF 996

Gate 1-Eingangskapazitat Gate 2-Eingangskapazitit
Cg1ss = f(Vg1s) Cg2ss = f(Vazs)
Vgas =4V, Vps =15V ~ Veis =0V, Vps =15V
Ipss = 10 mA, f=1MHz Ipss = 10 mA, f=1MHz
pF pF
3 3
Cg1 ss Cngs N
T -1 ?
/
2 i 2
//
7
\\
AN
1 1 h S
0 0
-1 0 1v -1 0 1 2 3 [ 5V
— Vi1 — Vs
Ausgangskapazitit ' Gate 1-Eingangsleitwert y11s
Cdss = f(Vbs) Vbs =15V, Vaas =4V
Ve1s =0V, Vgas =4V (Sourceschaltung)
Ipss =10 mA, f=1MHz
pF mS
3 14
b “15
¢ 11s 10
dss 12 :t%]], I
T Iy =1mAa*¥F=800MHz
10 15
2 571(3;9
3
8 1égpooMHz
; : 115
6 7
\ 194 400MHz
1 \ ]
P— l'
015
51 [200MHz
2 Al
sl ||
$1” TooMHz
0 0
0 10 20V 0 1 2 mS
— Vs

—=gns
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BF 996
Gate 1-Steilheit Y215 Ausgangsleitwert Y225
Vbos =15V, Vgas =4V Vos =15V, Vgas =4V
(Sourceschaltung) N (Sourceschaltung)
3 mS mS
0 — 5 T
Ip=1mA [ £=100MHz 1 mAC-0d—o
) ° °-;l-3_5 210 15[ fo =1mACS ST R %
bag ? 3 5 710l45 | bae £=800MHz
-4 1 e 4 [
L 3 2001z 1795 1]
- 5 po-c0-0| 600 MHz
-6l -7 I T3 10
]
-8 3 o 3
5 400MHz
3
10 N 50 B leoomrz
N0
12 5 ‘C\\R 2
7 600MHz—
-4
10 3-151’ 200MHz
-16 15 1 I
18 ‘|’°° T'HZ lﬁwomz
-20 L1 0 ||
0 10 20mS 0 01 0,2mS
; '—’9215 —®
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BF 996

MeBschaltung fiir Leistungsverstarkung und Rauschen
f=200MHz; Ga=2mS, GL=05mS

Abb. 1

VGZS

270k

MeBschaltung fiir Leistungsvemtimung, Rauschen und Kreuzmodulation
f=800 MHz, G =33 mS, GL=1mS

Abb. 2

Vezs
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Silizium-N-Kanal-MOSFET-Tetrode BF 996 S

@® Fur Vorstufen in UHF-TV-Tunern
@ Hohe Steilheit
@® Kleine Rauschzahl

Typ | Stempel | Schiittgut-Bestell-Nr. 8-mm-Gurt-Bestell-Nr. | Gehéuse
BF996S | MH | Q62702-F964 Q62702-F1021 | soT 143
Grenzwerte

Bezeichnung Symbol Wert Einheit
Drain-Source-Spannung Vbs 20 \

Drainstrom Ip 30 mA

Gate 1/Gate 2-Source-

Spitzenstrom + Ig1/2sMm 10 mA

Gesamtverlustleistung Ptot 200 mw

Ta=60°C

Lagertemperatur Tstg —55...+150 °C

Kanaltemperatur Tech 150 °C

Warmewiderstand Rina <450 K/W
Sperrschicht-Umgebung

bei Montage auf Al,O3-

Keramiksubstrat

15 mmx 16,7 mm x 0,7 mm

284



BF 996 S

Kennwerte
bei Ta = 25°C, wennunicht anders angegeben

Statische Kennwerte Symbol min typ max | Einheit
Drain-Source-Durchbruchspannung V(BR) DS 20 - - \"
Ip=10pA, —Vgis = —Vgas =4V

Gate 1-Source-Durchbruchspannung + V(BR)G1ss| 8,5 - 17 v
+ Igis =10mA, Vgas = Vps =0

Gate 2-Source-Durchbruchspannung + V(BR)G2ss| 8,5 - 17 v
+ Iges = 10mA, Vgis = Vps =0

Gate 1-Reststrom * Ig1ss - - 50 nA
+Va1s =5V, Vgas = Vps =0

Gate 2-Reststrom + Ig2ss - - 50 nA
+ Vgos =5V, Vgi1s = Vps =0

Drainstrom Ipss 2 - 20 mA
Vbos =15V, Vg1s =0, Vges =4V

Gate 1-Source-Abschnirspannung —Vaisipy |- - 25 \
Vbs =15V, Vgas =4V, Ip =20 uA

Gate 2-Source-Abschnirspannung —Vaas (p) - - 20 \

Vbs =15V, Vg1s =0, Ip =20 pA

Dynamische Kennwerte ' Symbol min typ max | Einheit
Vorwartssteilheit Jis 15 18 - mS
Vbs =15V, Ip =10 mA, Vgas =4V, f=1kHz

Gate 1-Eingangskapazitat Cyiss - 23 - pF iy
Vos =15V, Ip=10mA, Vgas =4V, f=1MHz

Gate 2-Eingangskapazitat Cg2ss - 1.1 - pF

Vbs =15V, Ip=10mA, Vgas =4V, f=1MHz

Rickwirkungskapazitét') Cdg1 - 25 - fF

Vos =15V, Ip=10mA, Vgas =4V, f=1MHz

Ausgangskapazitat Cdss - 0.8 - pF
Vps =15V, Ip=10mA, Vgas =4V, f=1MHz

Leistungsverstarkung Gp

Vbs =15V, Ip = 10 mA,

f=200MHz, Ga=2mS, GL=0,5mS - 25 - dB
f=800 MHz, G =33mS, GL=1mS - 18 - dB
Rauschzahl F

Vbs =15V, Ip = 10 mA

f=200MHz, Gg=2mS, GL=05mS - 1 - dB
f=800MHz, Ga=33mS, GL=1mS - 18 - dB
Regelumfang AGp 40 - - dB

Vbs =15V, Vges =4... —2V, f= 800 MHz
'Y G2 und S auf Schirmpotential.
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BF 996 S

Gesamtverlustleistung Piot = £(7a)

-
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Gts1

Ausgangskennlinienfeld /o = f(Vps)

Vgas =4V
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cg1ss

[d ss

BF 996 S

Gate 1-Eingangskapazitét Cq1ss = f(Va1s)

Vees =4V, Vps =15V
Ipss = 10 mA, f=1MH2

pF
25
et
A
/,

20

15

1.0

0,5

-1 0 v
—=Vais

Ausgangskapazitat Cqss = f(Vps)
Va1s =0, Vaas =4V
Ipss = 10mA, f=1MHz
pF

5

L

3

N

2 =

1

0

0 5 10 15 20V

VD S

]

2ss

Gate 2-Eingangskapazitat Cgass = f(Vg2s)
Vgi1s =0, Vps =15V

Ipss = 10mA, f=1MHz

pF
2,0

05

-1 0 1 2 3 b 5v

VG?S

Drainstrom Ip = f(Va1s)
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BF 996 S

Leis@ungsverstﬁrkung Gp = f(Vaas) Rauschzahl F= f(Vg2s)
Vos =15V, Vg1s =0 Vps =15V, Vgis =0
ITpss =10 mA, f= 200 MHz « Ipss = 10 mA, f= 200 MHz
(s. MeBschaltung 1) (s. MeBschaltung 1)
dB dB
30 10
A
9
20 - ll
1 =
10 7

"y
o
—
o,
Tt
wl

%
\
2
2 \
/ ; ~
40 0
-1 0 1 2 3 L 0 1 2 3 LV
=Vazs - Vo5
Leistungsverstirkung G, = f(Vga2s) ' Rauschzahl F= f(Vaga2s)
Vbs =15V, Vg1s =0 Vos =15V, Vg1s =0
Ipss = 10 mA, f= 800 MHz Ipss = 10 mA, f= 800 MHz
(s. MefBischaltung 2) (s. MeBschaltung 2)
dB dB
20 10

M

9
o

I
10 / 5 \ ;
4 | \

2 3 \\

e T Vs
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BF 996 S

Gate 1-Eingangsleitwert y 115 Gate 1-Steilheit Y215
Vbos =15V, Vgas =4V Vps =15V, Vees =4V
(Sourceschaitung) N (Sourceschaltung)
mS mS
14 0 T T,
b =100 MHz _13—
Ns - 1
2 : 71‘9»15 b 2 1 SN
}/’ - I 200MHz _|
Ip=1mAP F=800 MHz ] 13 [
10 | . a7 1 1
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BF 996 S

MeBschaltung fiir Leistungsverstirkung und Rauschen
f=200MHz, Gg =2mS, GL=05mS

-

Abb. 1

VGZS

270k

MeBschaltung fiir Leistungsverstérkung, Rauschen und Kreuzmoduiation
f=800MHz, Ga =33mS, GL=10mS

Abb. 2

Vazs
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Silizium-N-Kanal-MOSFET-Tetrode BF 997

@® Fir Anwendungen in VHF-Vor- und Misch-
stufen mit groBem Abstimmbereich bis
etwa 500 MHz (CATV-Tuner)

@ Integriertes Dampfungsnetzwerk zur
Unterdriickung parasitarer Schwingungen im

GHz-Bereich
Typ | Stempel | Schiittgut-Bestell-Nr. | 8-mm-Gurt-Bestell-Nr. | Gehéduse
BF997 | MK | Q62702-F993 | Q62702-F1055 | sOT 143
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Wert Einheit
Drain-Source-Spannung Vps 20 \"
Drainstrom Ip 30 mA
Gate 1/Gate 2-Source-
Spitzenstrom + IGg1/25M 10 mA
Gesamtverlustleistung P1ot 200 mwW
Ta=60°C
Lagertemperatur Tstg —55...+150 °C
Kanaltemperatur Tch 150 °C
Warmewiderstand Rthya <450 K/W
Sperrschicht-Umgebung
bei Montage auf Al,O3-
Keramiksubstrat
15 mm x 16,7 mm x 0,7 mm i
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BF 997

Kennwerte

bei Ta = 25°C, wenn nicht anders angegeben

Statische Kennwerte

Symbol

min

typ

max

Einheit

Drain-Source-Durchbruchspannung
Io=10pA, —Veis = —Vaes =4V

V(8R) DS

20

%

Gate 1-Source-Durchbruchspannung
+ Ig1s = 10 mA, Vgas = Vps =0

* V(BR)G1ss

8,5

17

\Y

Gate 2-Source-Durchbruchspannung
+ Iges =10 mA, Vgis = Vps =0

+ V(BR) G2ss

8,5

17

\'%

Gate 1-Reststrom
+Vg1s =5V, Vgas = Vps =0

=+ Ig1ss

50

nA

Gate 2-Reststrom
+Vaas =5V, Vg1s = Vps =0

* Ia2ss

50

nA

Drainstrom
Vbos =15V, Vg1s =0, Vgas =4V

Ipss

20

mA

Gate 1-Source-Abschnlrspannung
Vbs =15V, Vgas =4V, Ip =20 pA

—Vais(p)

25

Gate 2-Source-Abschnlirspannung
Vos =15V, Vais =0, Ip =20 pA

— Vaas (p)

20

Dynamische Kennwerte

Symbol

min

typ

max

Einheit

Vorwirtssteilheit
Vbs =15V, Ip =10 mA, Vgas =4V,
= 1kHz '

dfs

15

18

mS

Gate 1-Eingangskapazitat
Vbs =15V, Ip=10mA, Vgas =4V,
f=1MHz

Cg1ss

2,5

pF

Gate 2-Eingangskapazitat
Vos =15V, Ip=10mA, Vgos =4V,
f=1MHz

Cg2ss

1.2

pF

Ruckwirkungskapazitat')
Vos =15V, Ip=10mA, Vgas =4V,
f=1MHz

Cag1

25

fF

Ausgangskapazitat
Vps =15V, Ip =10 mA, Vgas =4V,
f=1MHz

Cudss

pF

Leistungsverstarkung

Vbs =15V, Ip = 10 mA,

f=200MHz, Ga=2mS, GL=05mS
(MeBschaltung)

Gp

25

daB

Rauschzahl

Vbs =15V, Ip = 10 mA,

f=200 MHz, Gg=2mS, GL=0,5mS
(MeBschaltung)

dB

Regelumfang
Vbs =15V, Vges =4... =2V,
f= 200 MHz

AGp

50

daB

') G2 und S auf Schirmpotential.
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BF 997

Gesamtverlustleistung Piot = 7(7a) Ausgangskennlinienfeld Ip = f(Vps)
Vges =4V
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Gate 1-Steilheit gis1 = f(Vg1s) ' Gate 1-Steilheit gis1 = f(Vazs)
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Ipss = 10 mA, f=1kHz Ipss = 10 mA, f=1kHz
mS mS .
25 LRI 25 T
Vs 4V 0,54+
911 = Gyes ye o0V
\ -
20 ,‘ N 20
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fc ss

BF 997

Gate 1-Eingangskapazitat Cg1ss = f(Vag1s)
Vges =4V, Vps =15V

Ipss=10mA, f=1MHz

pF
25

2,0

0,5

VGWS

Ausgangskapazitidt Cyss = 7 (Vps)

Va1s =0, Vaas =4V

Ipss =10mA, f=1MHz

pF
5

20V

VDS
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o

Gate 2-Eingangskapazitat Cg2ss = f(Vgas)
Vais =0, Vps =15V
Ipss =10 mA, f=1MHz

pF
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N
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N
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BF 997

Gate 1-Eingangsleitwert y11s Gate 1-Steilheit Y215
Vbs =15V, Vaas =4V Vbs =15V, Vgas =4V
VG1s =0, oss = 10mA ~ Va1s =0, Ioss = 10 mA
(Sourceschaltung) (Sourceschaltung)
mS mS
800 MHz _| —
/D f=100 MHz d
bus 12 — bars ]l
T o / -5 200 MHz
As00MHz
s/ /
0 MH
-10 4o M Z/
I3 / 400MHz
¢ 15
200 MHz p 600MHz
r) - v /
f=100MHz v
>
0 I I 20 Lo 800 MHz
0 1 2 3 4mS 10 15 20mS
= Gy =91

Ausgangsleitwert Y22
Vbs =15V, Vgas =4V
Va1s =0, Ipss = 10mA

(Sourceschaltung)
mS -
6
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Leistungsverstérkung G, = f(Vazs)
Vbs =15V, Vgis =0

Ipss = 10 mA, f = 200 MHz

(s. MeBschaltung)

d8
30

F
20 //
10

-20

-30 I

-40

Rauschzahl F= f(Va2s)
Vbs =15V, Vgis =0

Ipss = 10 mA, f= 200 MHz
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